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ペロブスカイト型マンガン酸化物である Pr0.7Ca0.3MnO3 の薄膜に強電場のパルスを印加

すると、そのパルスの符号によって抵抗値が大きく変わるという現象が知られている[1]。
それによると、基板の上に Pt- Pr0.7Ca0.3MnO3-Pt を積んだサンドイッチ型薄膜の上部電極

Pt と下部電極 Pt の間に、ゼロ磁場かつ室温でわずか±5V、100ns のパルスをかけるとそ

の符号によって抵抗値が 1700%変り、その抵抗値は 2×105s 後でも一定に保たれるという

ことが示され、高速不揮発性メモリー（RRAM）への応用が指摘された。一方で、このよ

うな現象が生じるメカニズムは未だ完全に解明されておらず、未解明な点が多い。そこで

RRAM の原理追求とさらなる応用を目標として研究を行った。 
まず、我々はサンドイッチ構造ではなく

SrTiO3 基 板 の 上 に 直 接 Pr1-xCaxMnO3

（x=0.3 もしくは x=0.5）を成長させ、X 線

回折により(103)面付近の逆格子マッピング

を測定した。結果、Fig.1 に示すように薄膜

がエピタキシャル成長していることがわか

った。 
次に、その薄膜の上に電極として Au と Al

を蒸着し、パルス電場を印加して抵抗を測定

した。Fig.2 に示すように確かにパルスの符

号によって抵抗値が変化することを確認し

た。また抵抗を四端子で測定しても同様の結

果が得られたことから接触抵抗ではなく

Pr1-xCaxMnO3 自体の抵抗が変化しているこ

とがわかった。以上の結果から、パルス電場

印加抵抗変化がPr1-xCaxMnO3のバルクとし

ての本質的な現象であることが示された。 
次にPr1-xCaxMnO3の電子状態を調べるた

め、光学的応答を見た。電極間に光を当てパ

ルス電場印加後の反射率を測定した結果、

Fig.3 に示すように抵抗の変化とともに反射

率が変化していることがわかった。これによ

り 印 加 す る パ ル ス の 符 号 に よ っ て

Pr1-xCaxMnO3の電子状態が変化するという

ことが示唆された。 
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